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Kontakt omowy do azotku galowo-glinowego typu p
z wysoka zawartoS$cia glinu

Azotek galowo-glinowy (AlGaN) jest materiatem potprzewodnikowym, ktory przez
swoje wihasciwosci jest szeroko badany w srodowisku elektronicznym 1 optoelektronicznym.
Jednym z najbardziej popularnych zastosowan tego materiatu jest wykorzystywanie go do pro-
dukcji emiterow $wiatta UV jakimi sg diody elektroluminescencyjne (LED). Diugos$ci §wiatla
z jaka mogg $wieci¢ LEDy oparte na tym materiale wykazuja wlasciwosci antybakteryjne takie
jak: sterylizacja wody, jedzenia, powietrza, przyrzadow medycznych, dlatego z duzym powo-
dzeniem mozna je zastosowac jako zamienniki duzych i nieporgcznych lamp rteciowych, ktore
aktualnie znajdujg si¢ w szpitalach czy prywatnych gabinetach stomatologicznych. Aby LED
miat szanse zadziataé, niezbgdne jest przetworzenie potprzewodnika i wytworzenia na nim kon-
taktow omowych typu p i typu n. Na rys. 1. przedstawiono schemat diody elektroluminescen-
cyjnej z zaznaczonymi kontaktami na warstwach p oraz n.
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Rys. 1. Schemat diody elektroluminescencyjnej (LED)

Kontakty omowe to niezb¢dne w LED ztacza metalu z potprzewodnikiem o niskiej re-
zystancji, ktorych zadaniem jest dostarczenie pradu do i z urzadzenia. Duzym wyzwaniem jest
wytworzenie takiego kontaktu na warstwie typu p na azotku galowo-glinowym z wysokga za-
warto$cig glinu ze wzgledu na jego szeroka przerwe energetyczng, ktora wptywa na wtasciwo-
Sci tego zlacza. Aby wytworzy¢ taki kontakt potrzebne jest uzyskanie skomplikowanego stopu
metalu na odpowiednio zmodyfikowanej powierzchni potprzewodnika.

Celem projektu jest wytworzenie oraz zoptymalizowanie kontaktu omowego na azotku-
galowo glinowym z wysoka zawartos$cia glinu. Wszystkie prace beda prowadzone w Sieci Ba-
dawczej LUKASIEWICZ - PORT Polskim Os$rodku Rozwoju Technologii. Prace bgda obej-
mowac¢ wytwarzanie réznych stopéw metali czyli naparowywania metali oraz ich wygrzewanie
na r6znie zmodyfikowanej powierzchni potprzewodnika z zastosowaniem wierzchniej warstwy
heksagonalnego azotku boru. Powodzenie w projekcie mozne mocno rozbudowac rynek opto-
elektroniczny i zrewolucjonizowa¢ rynek komercyjny.



